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E1

DIM. mm. inch.
MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX.
A 1.05 1.20 0.041 0.047
A1 0.05 0.16 0.002 0.006
A2 0.80 1.05 0.032 0.041
0.19 0.30 0.008 0.012
c 0.090 0.20 0.003 0.007
D 2.90 3.10 0.114 0.122
E 6.20 6.60 0.240 0.260
E1 4.30 4.50 0.170 0.177

e 0.65 0.025
L 0.45 0.75 0.018 0.030

L1 1.00 0.039
k 0o go 0.192 0.208
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+0.30
SPEC  |0.25+0.05 1. 760, 10| 5. 500, 05 1. 550, 05/1. 50 £0. 10| 12. 00_5
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